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はじめに 

我々は，超高真空（UHV）高周波マグネト

ロンスパッタリング法を用いて GaN 系半導体

のエピタキシャル成長を行っている．前回，

N2/Ar 反応ガスの混合比を変化させて α-Al2O3

基板上に直接成長した GaN 層の結晶構造につ

いて検討を行った[1]．その結果，低い N2ガス

混合比では立方晶系 GaN 層が優先的に成長す

る一方，N2 ガス混合比を増加させると立方晶

系と六方晶系混在したり，六方晶系が優先的に

成長したりすることが解った． 

今回は，スパッタリング法による GaN 層の

成長において，基板温度を変化させた際の結晶

構造について検討を行ったので，その結果につ

いて報告する． 

実験方法 

GaN 層の成長には，ターゲットに Ga(6-N)

を使用し，基板には 2 インチ径 α-Al2O3(0001)

を用いた．反応ガスには，Ar(6-N)と N2(6-N)

の混合ガスを用いた．N2ガス混合比を 6 %，全

ガス流量を 5 sccm，高周波電力を 70 W一定と

し，GaN 層を 60 min 成長した．成長した GaN

層の評価には，電界放出型走査電子顕微鏡

（FE-SEM）や X線回折（XRD）装置等を用い

た． 

実験結果 

基板温度 920℃で成長した GaN 層の(10-12) 

面における XRD φスキャンパターンを Fig.1 

 

に示す．6回対称のピークが現れており，六方

晶系 GaN が存在していることが解る．一方，

基板温度を低くすると，(10-12)面からのピーク

は見られなくなり，立方晶系からのピークが現

れるようになる．尚，詳細は当日に報告する． 
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  Fig.1 XRD pattern of the GaN layer． 

  (φ scan mode) 

第69回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2022 青山学院大学　相模原キャンパス ＆ オンライン)24p-P04-2 

© 2022年 応用物理学会 13-082 15.4


